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Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03/00088 


Internationales Anmeldedatum (TagffllonaWahr) 
08.01 .2003 


Prioritatsdatum (TagMonaWahr) 
21.01.2002 


Internationale PatentWassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und lPK 
H01L21/8242 


Anmelder 

INFINEON TECHNOLOGIES AG et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mlt der internationalen vorlaufigen Pruf ung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemalB Artikel 36 Obermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



M AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, uncLbder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I H Grundlage des Bescheids 
I! □ Prioritat 

III IS Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V S BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
19.08.2003 


Datum der Fertigstellung dieses Berlchts 
31.03.2004 


Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
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— Europai series Paten tamt 

j{« D-80298 MQnchen 
Jflf) Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax:449 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Bernabe Prieto, A ! Qm f 
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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 

Beschreiburig, Seiten 

1-32 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-10 eingegangen am 24.12.2003 mit Schreiben vom 23.12.2003 
Zeichnungen, Blatter 

1/17-17/17 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
intemationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. 13 Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen ersteilt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

siehe Beiblatt 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



IN. Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erf inderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

1 . Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte international Anmeldung, 
H Anspruche Nr. 2-3 

Begrundung: 

□ Die gesamte Internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine Internationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

□ Die Beschreibung, die Anspruche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
oder die obengenannten Anspruche Nr. sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten ersteilt werden 
konnte (genaue Angaben): 

H Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten ersteilt werden konnte. 

□ Fur die obengenannten Anspruche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht ersteilt. 

2. Eine sinnvolle Internationale vorlaufige Prufung kann nicht durchgefuhrt werden, weil das Protokoll der 
Nukleotid- und/bder Aminosauresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften 
vorgeschriebenen Standard entspricht: 

□ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

□ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 



V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 8-10 

Nein: Anspruche 1 , 4-7 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1,4-10 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1,4-10 

Nein: Anspruche: 
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2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Die Bemerkungen betreffen Einwande, die sich auf einen oder mehrere der 
Punkte des Deckblatts beziehen. 



1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US-A-5 442 585 (EGUCHI KAZUHIRO ET AL) 15. August 1995 (1995-08- 
15) 

D2: EP-A-0 987 765 (IBM) 22. Marz 2000 (2000-03-22) 

D3: WO 01 17014 A (SCHUMANN DIRK ;SELL BERNHARD (DE); WILLER 

JOSEF (DE); INFINEON TEC) 8. Marz 2001 (2001-03-08) 

D4: DE 199 41 148 A (INFINEON TECHNOLOGIES AG) 19. April 2001 (2001- 
04-19) 

D5: US-B1 -6 258 660 (ROBINSON KARL M ET AL) 1 0. Juli 2001 (2001 -07-1 0) 



2 Die mit Schreiben vom 23.12.2003 eingereichten Anderungen bringen 
Sachverhalte eln, die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT fiber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung zum Anmeldezeitpunkt 
hinausgehen. Es handelt sich dabei um folgende Anderungen: 

2.1 Es gibt keine Basis in der Anmeldung zum Anmeldezeitpunkt fur die mit Schreiben 
vom 23.12.2003 neu in dem ursprunglichen Anspruch 1 eingereichten Merkmalen. 

2.2 Es gibt keine Basis in der Anmeldung zum Anmeldezeitpunkt fur den Gegenstand 
der Anspriiche 2 und 3. 

2.3 Daher sind Anspriiche nicht zulassig. Deshalb werden Anspriiche 2 und 3 nicht 
gepruft und Anspruch 1 nur bezuglich der Merkmalen, die im Anspruch 1 der 
ursprunglichen Fassung offenbart wurden. 



3 Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die 
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Anspruche 1 und 5-7 nicht klar sind. 

Vorrichtungsanspriiche 1 und 5-7 beziehen sich auf ein Verfahren zur Herstellung 
der Vorrichtung und nicht auf die Definition der Vorrichtung anhand ihrer 
technischen Merkmale. Die beabsichtigten Einschrankungen gehen daher im 
Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus dem 
Anspruch hervor. 

4 Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT, 
weil der Gegenstand der Anspruche 1 und 4-7 nicht neu ist, soweit die Anspruche 
zulassig (siehe Punkt 2 oben) sind und auf Grund der obengenannten 
Unklarheiten verstanden werden konnen (siehe Punkt 3 oben) . 
Der Gegenstand der Anspruche 1 und 4-7 ist nicht neu gegeniiber der 
Offenbarung des Dokuments D1 (siehe Abbildung 1 1 und entsprechenden Text), 
D2 (siehe Abbildung 3 und entsprechenden Text) oder D3 (siehe Abbildungen 1- 
12 und entsprechenden Text). 



5 Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT, 
weil der Gegenstand der Anspruche 8-10 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit 
beruht. 



5.1 Der Gegenstand des Anspruchs 8 unterscheidet sich von der Offenbarung des 
Dokuments D3 (siehe Abbildungen 1-12 und entsprechenden Text) dadurch, dass 
zuerst der Transistor in die Deckschicht eingebracht wird, und danach wird die 
Dummy-Fullung entfernt und der Kondensator erzeugt, was nur eine fur den 
Fachmann naheliegende Alternative ist (siehe z. B. Dokument D5, Abbildungen 6- 
8 und entsprechenden Text), die der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den 
Umstanden entsprechend auswahlen wurde. 

5.2 Die zusatzlichen technischen Merkmale der Anspruche 9 und 10 sind auch aus 
Dokument D3 (siehe Abbildungen 1-12 und entsprechenden Text) bekannt. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (B!att2) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VOffLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP03/00088 



6 Ware Anspruch 7 als Verfahrensanspruch abgefaBt, wurde sein Gegenstand nicht 
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen, gegen die Erfordemisse des Artikels 
33(3) PCT, da das Einbringen des Transistors in eine polykristalline Oder 
einkristalline-EPI-Schicht (siehe D4, Abbildung 1, 160 und 245; siehe auch D1, 
Abbildung 1 i und entsprechenden Text) nur eine naheliegende Wahl fur den 
Fachmann ist. 



7 Der Vollstandigkeit halber wird auf die folgenden Sachverhalte hingewiesen. 

7.1 Der unabhangige Anspruch 8 ist nicht in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3 b) 
PCT abgefaGt. Im vorliegenden Fall erscheint die Zweiteilung jedoch zweckmaBig. 
Folglich sollten die in Verbindung miteinander aus dem Stand der Technik 
bekannten Merkmale im Oberbegriff zusammengefaBt (Regel 6.3 b) i) PCT) und 
die ubrigen Merkmale im kennzeichnenden Teil aufgefuhrt werden (Regel 6.3 b) ii) 
PCT). 

7.2 Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1-D5 offenbarte einschlagige Stand 
der Technik noch diese Dokumente angegeben. 
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Patentanspriiche 



10 



15 



20 



1. Speicherbaustein mit einem Substrat (1), in das 
Speicherzellen.eingebracht sind, 

wobei die Speicherzellen einen Grabenkondensator (2) und 
- einen Transistor aufweisen, 

wobei der Grabenkondensator wenigstens teilweise eine Fiillung 
(3, 4) aufweist, und 

wobei der Transistor (22, 21, 28) einen Source-, Drain- (21, 
22) und einen Gate-Anschluss (28) aufweist, 

wobei der Drainanschluss (21) elektrisch leitend mit dem Gra- 
benkondensator. (3, 4) verbunden ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Fiillung (3, 4) wenigstens teilweise ein Material auf- 
weist, das bei hohen Temperaturen, insbesondere bei Tempera- 
turen von iiber 800°C, die bei der Herstellung des 
Speicherbausteins wahrend eines Hochtemperaturprozesses 
-auftreten, instabil ist, dass die Fiillung (3, 4) erst nach 
den Hochtemperaturprozessen eingebracht wurde, und dass die 
Fiillung (2, 3). nicht einem Hochtemperaturprozess ausgesetzt 
war . 
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2. Speicherbaustein nach Anspruch 1,. dadurch gekennzeichnet, 
dass die Fiillung wenigstens eines der Materialen der 
folgenden Gruppe: . Hafniumoxid, Zirkoniumoxid, Lanthanoxid, 
Yttriumoxid, Strontiumtitanoxid aufweist. 



30 



3. Speicherbaustein nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Fiillung eine Silikatverbindung aufweist. 

4. Speicherbaustein nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Fiillung (3, 4) wenigstens teilweise ein metal - 
lisches Material aufweist. 
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5 . Speicherbaustein nach einem der Anspruche 1 bis 4 , 
dadurch gekennzeichnet, 
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dass die Wandung des Grabens (2) wenigstens teilweise mit 
einer dielektrischen Schicht (3) bedeckt ist, .- 
dass auf der dielektrischen Schicht (3) wenigstens teilweise 
eine metallische Schicht (4) aufgebracht ist, 
5 dass die metallische Schicht (4) elektrisch tiber eine Strap- 
Fiillung (17) leitend mit dem Drain-Anschluss (21) des Tran- 
. sisters verbunden ist. 

6. Speicherbaustein nach einem der Anspruche 1 bis 5, 

dadurch gekennzeichnet, dass angrenzend an den Graben (2) in 

- 10 dem Substrat (l) .eine elektrisch leitende Schicht (5) -ausge- . 
bildet ist. 

7. Speicherbaustein nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

15 dass der Graben von einer Epitaxieschicht (6) abgedeckt ist, 
dass in der Epitaxieschicht (6) eine Offnung eingebracht ist, 
dass durch die Offnung eine leitende Verbindung zwischen der 
Fullung (3, 4) und dem Drain-Anschluss (21) ausgebildet ist, 
dass auf der Seite der Epitaxieschicht (6), die dem Graben 
(2) zugewandt ist, eine dielektrische Schicht (3) wenigstens 
teilweise aufgebracht ist. 



8. Verfahren zum Herstellen einer Speicherzelle mit einem 
Grabenkondensator mit folgenden Verfahrensschritten: 
25 Einbringen eines Grabens (2) in ein Substrat (1) ; 

Auffiillen des Grabens (2) wenigstens teilweise mit einer 
Dummy-FQllung (32) ; 

Aufbringen einer Deckschicht (6) auf das Substrat (1), die 

vorzugsweise als Epitaxieschicht ausgebildet ist; 

30 Einbringen eines Transistors (21, 22) in die Deckschicht (6); 

Entfernen der Dummy-Fullung (32) aus dem Graben (2); 

Einbringen eines Speicherdielektrikums (3) und einer Graben- 

elektrode (4) in den Graben (2), wobei ein Grabenkondensator 

erst el It wird und 
35 Ausbilden eines. Anschlusses der Grabenelektrode (4) an einen 

Anschluss (21) des Transistors. 
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9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Kanal (24, 57) in die Deckschi<:ht (6) bis zur Dummy- 
Fttllung (32) geadzt wird,. 
5 dass tiber den KaiJal (24, 47, 57) die Dummy-Fullung (32) 
herausgeatzt wird, 

dass eine dielekbrische Schicht (3) wenigstens teilweise auf 
die Wandung des Grabens (2) aufgebracht wird, 
dass auf die dielektrische Schicht (3) eine leitende Schicht 
10 (4) aufgebracht wird, 

... .dass die leitende. Schicht . (.4). elektrisch lei tend mit einem 
Anschluss (21) dds Transistors verbunden wird. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 oder 9, dadurch 
15 gekennzeichnet, 

dass nach dem At z en des Kanals (47, 57) die Seitenwande des 
Kanals (47, 57) nlit einer Schutzschicht (62, 71), vorzugs- 

bedeckt werden, 

die Dummy-Fullung (32) aus dem Graben (2, 



weise aus Nitrid, 
dass anschlieSenc 



20 3) herausgeatzt wird. 



